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1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU Podstawy elektroniki

NAZWA PRZEDMIOTU

W JEZYKU ANGIELSKIM Introdution to electronics

KoD PRZEDMIOTU E223
KATEGORIA PRZEDMIOTU Przedmioty kierunkowe
LiczBa pUNKTOW ECTS 3.00
SEMESTRY 3

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

LABORATORIUM
SEMESTR WYKLAD CWICZENIA LABORATORIUM| KOMPUTERO- PROJEKT SEMINARIUM
WE
3 15 0 15 0 0 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Poznaie zakresu Elektroniki analogowej i cyfrowej

Kod archiwizacji: EC7T917BA
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4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Zaliczenie Podstaw elektrotechniki z semestru drugiego.

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Wiedza Poznanie wybranych informacji na temat potprzewodnikow.
EK2 Wiedza Podstawowe przyrzady potprzewodnikowe.

EK3 Wiedza Wybrane analogowe uktady elektroniczne.

EK4 Wiedza Kwarcowa stabilizacja czestotliwosci.

EK5 Wiedza Wybrane cyfrowe uklady elektroniczne.

6 TRESCI PROGRAMOWE

WYKLAD
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W1 Potprzewodniki typu n i p na przyktadzie pétprzewodnikoéw domieszkowych. 2
W2 Podstawowe przyrzady podlprzewodnikowe: diody, tranzystory bipolarne i polowe, 3
tyrystory. Wtlasnosci i przeznaczenie.
Wzmacniacze: podzial, przeznaczenie, Wzmacniacz napiecia w uktadzie WE
W3 z zasilaniem potencjometrycznym. Pasmo przenoszenia wzmacniacza. 4
Zastosowanie wzmacniacza ze sprzezeniem zwrotnym do generacji przebiegdéw
sinusoidalnie zmiennych. Uktad i warunek generacji drgain.
Kwarc: uklad zastepczy, charakterystyka kwarcu, zastosowanie kwarcu w uktadach
W4 . e e e . . 2
elektronicznych do stabilizacji czestotliwosci i sprzegania obwodow.
Przetaczanie tranzystora bipolarnego. Uktady logiczne TTL: podstawowa bramka
W5 NAND i zastosowanie. Technika MOS: bramki w technice CMOS, moc strat. 4
Wrtasnosci techniki MOS.

LABORATORIUM

Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN

L1 Badanie wzmacniaczy tranzystorowych w ukladzie WE, WB. Wyznaczenie pasma 3
przenoszenia . Wlasnosci wzmacniaczy.

L2 Badanie wzmacniaczy operacyjnych. Uktady odwracajace, nieodwracajace, 4
catkujace, rozniczkujace i sumujace.

L3 Badanie generatoréw przebiegéw sinusoidalnie zmiennych. Warunek generacji 4
drgari. Generatory RC.
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LABORATORIUM
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
L4 Badanie uktadow logicznych TTL. Dramka NAND.; Realizacja funkcji logicznych 4

na bramkach NAND. Przykladowe uklady kombinacyjne i sekwencyjne

7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wyklady
N2 Cwiczenia laboratoryjne
N3 Konsultacje

8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 0
Konsultacje przedmiotowe 0
Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zaje¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 20
Opracowanie wynikow 20
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z 60
CALEGO NAKEADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3.00

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJACA

F1 Kolokwium

F2 Sprawozdanie z ¢wiczenia laboratoryjnego
OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Srednia wazona ocen formujacych
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KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1
NA OCENE 2.0 Brak znajomosci pojecia potprzewodnik.
NA OCENE 3.0 ESSSZEZ‘IVEEZLE&Z?V\% g.od wzgledem elektrycznym. Okreslenie potprzewodnika na
NA OCENE 3.5 Struktura potprzewodnika domieszkowego typu n i p.
NA OCENE 4.0 leﬂlfi{;i i;/(;l.lodz@ce w polprzewodniku pod wplywem dostarczonej z zewnatrz
NA OCENE 4.5 Koncentracje nosnikoéw wiekszosciowych i mniejszosciowych potprzewodnikow.
NA OCENE 5.0 Wplyw temperatury na koncentracje n i p pélprzewodnikow.
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 Brak wiadomosci na temat przyrzadow polprzewodnikowych.
NA OCENE 3.0 Ztacze p-n. Wykresy dla ztacza p-n.
NA OCENE 3.5 Il?(l)llj(;}vlvzz; Ct;a;llzai}szt’oréw bipolarnych npn i pnp. Symbole i charakterystyki. Zasada
NA OCENE 4.0 'Zl;l;daérzystory polowe typu FET i MOS. Symbole i budowa. Zasada polaryzacji
NA OCENE 4.5 Tyrystor. Budowa, wlasnosci, charakterystyka i zastosowanie.
NA OCENE 5.0 Wlasn}osci przyrz?cd()w p()'lprzewodni.kowych 1 ich wplyw na miniaturyzacje
uktadéw elektronicznych i konstrukcje ukltadéw energooszczednych.
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 Brak umiejetnosci okreslenia uktadéw; wzmacniacz i generator.
NA OCENE 3.0 Okreslenie pojecia wzmacniacz i generator, podanie ich przeznaczenia i wlasnosci.
NA OCENE 3.5 iU}l){j;jZ r\;&:(jr;l::l:ir:.acza napiecia i przeznaczenie elementéw. Uklad generatora
NA OCENE 4.0 Pasmo przenoszenia wzmacniacza. Kryteria wyznaczenia czestotliwodci fd i fg.
NA OCENE 4.5 Wzmacniacz napiecia ze sprzezeniem zwrotnym. Warunek generacji drgai.
NA OCENE 5.0 X};zzz;vzfzenie warunku generacji drgan wzmacniacza napiecia ze sprzezenirm
EFEKT KSZTALCENIA 4
NA OCENE 2.0 Brak wiadomosci na temat zastosowania kwarcu w elektronice.
NA OCENE 3.0 Kwarc jako elemrnt piezoelektryczny odwrotny.
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NA OCENE 3.5 Schemat zastepczy kwarcu. Parametry obwodu elektrucznego kwarcu.
NA OCENE 4.0 Charakterystyka kwarcu: R=g(f) oraz X=g(f)
NA OCENE 4.5 InterpreFaCJa charakterystyk kwarcu pod katem zastosowania w ukltadach
elektronicznych.
NA OCENE 5.0 Przyklad generatora kwarcowego zbudowanego w oparciu o bramki TTL.
EFEKT KSZTALCENIA 5
NA OCENE 2.0 Brak Wla.domosm na temat zasady sterowania tranzystorami bipolarnymi
polowymi.
NaA OCENE 3.0 Przetaczanie tranzystora bipolarnego. Stan nasycenia i zatkania.
NA OCENE 3.5 Technika TTL. Parametry i przeznaczenie.
Podstawowa bramka NAND. Funkcja opisujgca. Zbior funktoréow funkcjonalnie
NA OCENE 4.0
pelny.
NA OCENE 4.5 Przetaczanie tranzystorow MOS. Technika CMOS. Inwerter w technice CMOS.
NA OCENE 5.0 Moc strat przy przetgczaniu tranzystoréw MOS.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
EFEKT DO SZCZEGOLO- CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
EK1 K1 W12 Cel 1 L1 N1 N2 N3 F1 F2 P1
EK2 K1 W12 Cel 1 L2 N1 N2 N3 F1 F2 P1
EK3 K1 W12 Cel 1 L3 N1 N2 F1 F2 P1
EK4 K1 W12 Cel 1 L4 N1 N2 N3 F1 F2 P1
EK5 K1_WIi2 Cel 1 W5 N1 N2 N3 F1 F2 P1
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11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | Gérecki P. — Wzmacniacze operacyjne. Podstawy, aplikacje i zastosowania, Warszawa, 2004, BTC
[2 | Rusek M., Pasierbinski J. — Elementy i uklady elektroniczne, Warszawa, 2003, WNT
[3 | Tietze U., Schenk Ch. — Uktady pétrzewodnikowe, Warszawa, 1997, WNT

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

dr inz. Stawomir Kordowiak (kontakt: pekordow@cyf-kr.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 dr inz. Stawomir Kordowiak (kontakt: pekordow@cyf-kr.edu.pl)
2 dr inz. Andrzej Drwal (kontakt: adrwal@pk.edu.pl)

3 dr inz. Stawomir Zaba (kontakt: azaba@pk.edu.pl)

4 dr inz. Andrzej Szromba (kontakt: aszromba@pk.edu.pl)

5 dr inz. Wiestaw Jakubas (kontakt: wjakubas@pk.edu.pl)

6 dr inz. Anna Romanska (kontakt: eromans@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACIJI

(miejscowos¢, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYIJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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